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ビスマス(Bismuth)では膜厚が 10 nm よりも薄い薄膜において量子サイズ効果と量子輸送特性が

研究されている[1-6]。これまでに、我々は 200 nm よりも薄いビスマス膜における輸送特性とキャリ

ア濃度、移動度の評価を行ってきた[7]。本研究では、さらに実験を行い、膜厚が数 nm から 20 nm

程度のビスマス薄膜における磁気輸送特性を測定した。 

Si/SiO2 基板の SiO2 面上へ電子線法により Au 膜を電極として成膜した。電極間には、伝導チャ

ネルであるビスマス薄膜を分子線法により数 nm から 20 nm までの膜厚で成膜した。磁気抵抗効果

と Hall 効果の測定は、試料の面直方向で 5 T までの磁場で測定し、その測定結果から 2 バンドモ

デルによる解析を行った。 
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